
 
Рабочая программа дисциплины 

Кинетические явления в полупроводниках

1. Внешние требования

Таблица 1.1

Группа
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

Компетенция НГТУ: ПК.2.В готовность самостоятельно планировать и осуществлять

экспериментальные исследования в области профессиональной деятельности

Компетенция НГТУ: ПК.2.В готовность самостоятельно планировать и осуществлять

экспериментальные исследования в области профессиональной деятельности

2. Требования НГТУ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с

индикаторами достижения компетенций

Таблица 2.1

Результаты обучения

Формы организации

занятий 

Индикаторы достижения компетенций

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Самостоятельная работа

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.1

Темы для

самостоятельного изучения

Активные

формы, час.
Часы

Индикаторы

достижения

компетенций
Учебная деятельность

Из них в

форме практ.

подг., час.

Семестр: 4

Дидактическая единица: Кинетические явления в полупроводниках

1. Кинетические явления в

полупроводниках.

Неравновесная функция

распределения. 

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

2. Кинетическое уравнение

Больцмана.

Квазиклассическое

при-ближение.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

3. Приближение времени

релаксации.  Вычисление

проводимости.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0



4. Вычисление,

коэффициента Холла и 

термо-ЭДС методом

кинетического уравнения

Больцмана.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
самостоятельная работа0

5. Основные механизмы

рассеяния носителей заряда. 

Рассеяние на фононах и на

ионизованных и

нейтральных примесях.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

6. Особенности

кинетических явлений в

квантово-размерных

структурах.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

7. Оценка процессов

проводимости в двумерных

структурах

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

8. Моделирование

кинетических явлений в

структурах кремний на

изоляторе

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

9. Изучение процессов

рассеяния на границах

двумерных структур

017 ПК.2.В.З-1.1 Самостоятельная работа0

10. Изучение методик 

исследований эффекта Холла

и термо-ЭДС.

016
ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1
Самостоятельная работа0

11. Исследование влияния

структурных дефектов в

полупровод-никах на

кинетические явления

016 ПК.2.В.З-1.1 Самостоятельная работа0

12. Разработка

квантово-размерных

приборов

016 ПК.2.В.У1 Самостоятельная работа0

3.2 Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Индикаторы

достижения

компетенций

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Таблица 3.3

Семестр: 4

1 Подготовка к аттестации
ПК.2.В.З-1.1,П

К.2.В.У1
0 21

:  Каменская А. В. Технологические процессы в микроэлектронике : учебно-методическое пособие /

А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл..

- Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161

2
Самостоятельное изучение теоретического

материала

ПК.2.В.З-1.1,П

К.2.В.У1
193 0

Студент изучает темы, приведенные в таблице 3.1 :  Каменская А. В. Технологические процессы в

микроэлектронике : учебно-методическое пособие / А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос.

техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161



3.3 Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование e-mail; Портал НГТУ; Социальные сети

Консультирование e-mail; Портал НГТУ; Социальные сети

Контроль e-mail; Портал НГТУ; Социальные сети

Размещение учебных
материалов

Портал НГТУ; ЭБС

4. Правила аттестации обучающихся по дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 4.1.

Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 4.1

Мин.

балл

Семестр: 4 

8040
Контролирующие материалы  приводятся в "Илюшин В. А. Процессы нанотехнологии : учебное пособие / В. А. Илюшин, А. А. Величко ; Новосиб. гос. техн.

ун-т. - Новосибирск, 2004. - 107 с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000029072"

2010
Контролирующие материалы (список вопросов) приводятся в "Каменская А. В. Технологические процессы в микроэлектронике : учебно-методическое пособие

/ А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161"

Коды

компетен

ций
Индикаторы достижения компетенций

Формы

контроля

Таблица 4.2

Зачет

    В таблице 4.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ПК.2.В
ПК.2.В з1. технологии и средства обработки информации и оценки результатов применительно

к решению профессиональных задач
+

ПК.2.В у1. применять современные методы и средства экспериментальных исследований в

области микро- и нанотехнологии
+

Оценочные средства по дисциплине "Кинетические явления в полупроводниках" входят в
состав фонда оценочных средств по модулю (приложение № 1   к рабочей программе).

5. Литература

Основная литература



Дополнительная литература

6. Методическое и программное обеспечение, информационные технологии

6.1 Методическое обеспечение

6.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3 Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются элементы
дистанционных образовательных технологий, а также синхронного и асинхронного
взаимодействия в электронной информационно-образовательной среды НГТУ.



7. Материально-техническое обеспечение 

Лабораторный стенд

№ Наименование Назначение

1 Установка МЛЭ "АНГАРА" Используется для выращивания
полупроводниковых структур 

2 Зондовый микроскоп для проведения
исследований в области нанотехнологий

Используется для исследования рельефа
твердотельных струткур 

3 Лабораторный комплекс Катунь-100 Используется для выращивания
полупроводниковых структур

Специальное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Аппаратно- программный комплекс Nicolet
6700

Используется для лабораторных
исследований


